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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor device, comprising a substrate (8), the process surfaces (8”) of which has a
direction normal to the substrate, at least one first (12, 16, 22, 24, 26) and one second (14) contact arranged on the substrate, whereby
a contact surface of the second contact (14), projects further from the substrate (8) in the substrate normal direction than a contact
surface of the first contact (12, 16, 22, 24, 26). Said device also comprises at least one first (34) and one second (40) structured
metal plane, in each of which at least one conductor is embodied, which may be connected to at least one of the contacts, whereby
the second metal plane (40) is at a greater separation from the substrate (8), than the first metal plane (34), the second contact (14)

& is electrically connected to a conductor on the second metal plane (40) lying thereabove in the substrate normal direction, without

WO

the intermediate connection of a conductor from the first metal plane (34) and the first contact (12, 16, 22, 24, 26) is electrically
connected to a conductor on the first metal plane (34), lying thereabove in the substrate normal direction.
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surface of the first contact (12, 16, 22, 24, 26). Said device al so
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netal plane (34), the second contact (14) is electrically connected to a
conductor on the second netal plane (40) lying thereabove in the substrate
normal direction, without the internmedi ate connection of a conductor from
the first netal plane (34) and the first contact (12, 16, 22, 24, 26) is
electrically connected to a conductor on the first nmetal plane (34), lying
t hereabove in the substrate normal direction.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung mit - einem Substrat (8), dessen Prozessoberflédche (8’)
eine Substratnormalenrichtung aufweist; - zumindest einem ersten (12, 16, 22, 24, 26) und einem zweiten (14) auf dem Substrat
angeordneten Kontakt, wobei eine Kontaktfliche des zweiten Kontakts (14) in Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat
(8) als eine Kontaktfliche des ersten Kontakts (12, 16, 22, 24, 26) beabstandet ist; und - zumindest einer ersten (34) und einer zwei-
ten (40) strukturierten Metallebene, in welchen jeweils zumindest ein Leiter ausgebildet ist, der mit zumindest einem der Kontakte
verbindbar ist; wobei die zweite Metallebene (40) in Substratnormalenrichtung weiter von dem Substrat (8) als die erste Metallebene
(34) beabstandet ist, der zweite Kontakt (14) mit einem in Substratnormalenrichtung dariiberliegenden Leiter der zweiten Metalle-
bene (40) ohne Zwischenschaltung eines Leiters der ersten Metallebene (34) elektrisch verbunden ist und der erste Kontakt (12, 16,
22, 24, 26) mit einem in Substratnormalenrichtung dariiberliegenden Leiter der ersten Metallebene (34) elektrisch verbunden ist.



